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現在、ポリ Si TFTは、スマートフォンを中心とした小型の液晶、有機 EL (OLED)パネルの駆動

素子として重要な役割を果たしている。素子高性能化のための有効な結晶化法として、PECVD 

(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)法により堆積した Si 膜に ELA (Excimer Laser 

Annealing)が施されるが、膜中に多くの水素を含むため、急激な加熱により、直接 ELA 照射して

も平坦で滑らかな表面の結晶化膜が得られない。通常 500℃以上の高温での脱水素工程が必要で

あり、ガラスに比べて耐熱性に劣るフレキシブルシート上の素子作製には不利となる。そこで、

脱水素工程を使わない製法上の短縮化、低温化が求められる。 

そこで、低温で Si を製膜し、膜の均一な加熱が可能な青色半導体レーザアニール（BLDA）法

を用いて結晶化の挙動を調べた。 

BLDAをガラス上 Si製膜後、脱水素処理を行わないで、直接、施すと比較的高いパワーまで良

好に結晶化が可能なことがわかった。水素含有量が比較的多い 400℃以下での製膜においても、

BLDA 照射の場合には、Si 膜は均一にかつ比較的ゆっくりと昇温されるため水素の凝集が生じな

いで結晶化が進行するものと考えられる。 

BLDAにより、工程の短縮、低温化が可能となり、ガラスパネル上のみでなく、樹脂(プラスチ

ック)基板などフレキシブルシート上の高性能 TFTによる機能ディスプレイ実現が期待される。 
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